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新型高品质因数 Ｓ形缝隙缺陷地结构
朱轶智１，２　张晓娟１　方广有１

（１中国科学院电子学研究所，北京 １００１９０）
（２中国科学院研究生院，北京 １０００４９）

摘要：针对传统的缺陷地结构品质因数低、不足以产生尖锐的谐振特性问题，提出了一种新颖的Ｓ形缝隙缺陷地
结构．与传统的缺陷地结构相比，该结构具有更高的品质因数、相对更简单而紧凑的布局和更陡峭的阻带特性．通
过分析其传输特性提取了该结构的等效电路模型，推导了其结构参数的设计方程，研究了该结构的传输特性随结

构参数变化的规律，并总结了设计该Ｓ形缝隙缺陷地结构的经验方法．根据此方法设计加工了一个中心频率为
４６４ＧＨｚ的Ｓ形缝隙缺陷地结构样品，其品质因数高达３９６６，尺寸大小仅为５００ｍｍ×１４０ｍｍ，谐振带陡峭而
通带插入损耗小，测量结果和仿真结果相吻合，从而验证了该Ｓ形缝隙缺陷地在实际工程上的适用性．
关键词：Ｓ形缝隙；缺陷地；品质因数
中图分类号：ＴＮ７１３；ＴＮ４５５
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